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нике и производстве основные понятия полупроводниковых детек­
торов ионизирующих излучений.
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личного толкования. Установленные определения можно, при необ­
ходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения 
границ понятий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк­
виваленты стандартизованных терминов на немецком (D), англий­
ском (Е ) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
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Стр, 2 ГОСТ 18177— 81

Термин Определение

ВИДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ 
ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

1. Полупроводниковый детектор 
ионизирующего излучения

ППД
D. Halbleiterdetektor
E. Semiconductor detector
F Detecteur semi-conducteur

2 Импульсный полупроводнико­
вый детектор ионизирующего из­
лучения

Импульсный ППД
D. Impulshaibleiterdetektor
Е Pulse semiconductor detector
F. Detecteur semi-conducteur a 

impulsions

3 Пропорциональный импульс­
ный полупроводниковый детектор 
ионизирующего излучения

Пропорциональный импульс­
ный ППД

D. Linearer Impulshaibleiterde­
tektor

E. Linear pulse semiconductor 
detector

F. Detecteur semi-conducteur a 
impulsions, lineaire

4 Непропорциональный импульс­
ный полупроводниковый детектор 
ионизирующего излучения

Непропорциональный им­
пульсный ППД
Г). Nichtlinearer Impulshaiblei­

terdetektor
E. Non-linear pulse semiconduc­

tor detector
F. Detecteur semi-conducteur a 

impulsions, non lineaire

5 Аналоговый полупроводнико­
вый детектор ионизирующего из­
лучения

Аналоговый ППД
D. Analoger Halbleiterdetektor
E. Analogue semiconductor de­

tector
F. Detecteur semi-conducteur 

analogique

По ГОСТ 14105—76

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, у которого выходным сиг­
налом является совокупность электрических 
импульсов, причем каждой ионизирующей 
частице, провзаимодействовавшей с мате­
риалом чувствительной области детектора, 
соответствует один импульс выходного сиг­
нала

Импульсный полупроводниковый детектор 
ионизирующего излучения, в котором амп­
литуда импульса выходного сигнала про­
порциональна энергии ионизирующей час­
тицы, поглощенной в его чувствительной 
области

Импульсный полупроводниковый детектор 
ионизирующего излучения, в котором амп­
литуда импульса выходного сигнала непро­
порциональна энергии ионизирующей час­
тицы, поглощенной в его чувствительной 
области

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, у которого выходным сиг­
налом является электрический ток или за­
ряд, причем указанные физические величи­
ны являются монотонной непрерывной 
функцией характеристик поля ионизирую­
щего излучения, в котором находится де­
тектор
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Термин Определение

6 Токовый полупроводниковый 
детектор ионизирующего излуче 
ния

Токовый ППД 
D Strom Halbleiterdetektor 
Е Current semiconductor detec 

tor
Г Detecteur semi conducteur a 

com m t
7 Спектрометрический полупро­

водниковый детектор ионизирую 
щего излучения

Спектрометрический ППД

8 Счетный полупроводниковый 
детектор ионизирующего излуче 
ния

Счетный ППД

9 Временной полупроводнико­
вым детектор ионизирующего из­
лучения

Временной ППД

10 Пролетный полупроводни 
новый детектор ионизирующего из 
лучения

Пролетный ППД
D Durchschuss-Halbleiterdetektor
Е Transmission semiconductor

detector
F Detecteur semi-conducteur a 

hansmission
11 Позиционный полупроводни 

новый детектор ионизирующего из­
лучения

Позиционный ППД

12 Полупроводниковый детей 
тор ионизирующего излучения с 
р—п структурой

ППД с р—п структурой
13 Полупроводниковый детек 

тор ионизирующего излучения с 
p—t—n структурой

ППД с р i п структурой

Аналоговый полупроводниковый детектор 
ионизирующего излучения, применяемый 
при измерении тли ретстрации физи н скои 
величины, характеризующей плотное!ь по­
тока или перенос анергии ионизирующею 
излучения

Пронорционачьный импульсный почупро- 
водниковый детектор ионизирующего из л у 
чеши, применяемый при и.мерении опер 
гни ионизирующих частиц и пи эщргетиче 
ского распределения ионизирующего из л у 
пенни

Импульсный попу проводниковый детектор 
ионизирующего излучения, применяемый 
при измерении потока, плотности потока 
или переноса ионизирующих частиц, мощ­
ности экспозиционной дозы или жепозици- 
онпоч дозы фотонною излучения 

По п\ проводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, применяемый при опре­
делении моментов взаимодействия иоипзи 
рующих частиц с веществом чувствитель­
ной обл 1сги детектора 

Импульсный полупроводниковый детек­
тор ионизирующего излучения, применяв 
мый при измерении удельных потерь энер 
гии заря ленных частиц в веществе чувст 
витсльной области детектора

И мпульсный полупро!одниковый деюктор 
ионизирующего из iVMciimi, применяемый 
при определении координат места регист­
рации заряженной частицы в чувствитель­
ной области детектора 

Полупроводниковый детектор ионизирую 
щею излучения, чувствительной областью 
которого является обедненный слой р—п пе 
рехода

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, чувствительной областью 
которого пишется / область р—i—п струк 
туры



Стр. 4 ГОСТ 1S177— 81

Термин Определение

14 Поверхностно-барьерный по 
лупроводниковый детектор иони­
зирующего излучения

Поверхностно-барьерный
ППД
D Oberflachensperrschichtdetek- 

tor
Е Surface barrier semi-conduc- 

ior detector
F Detecteur semi-conducteur a 

barnere de surface
15 Однородный полупроводни­

ковый детектор ионизирующего из­
лучения

Однородный ППД

16 Полупроводниковый детек 
тор ионизирующего излучения с 
поверхностным барьером

ППД с поверхностным бары.
ром
17 Усиливающий полупроводни­

ковый детектор ионизирующего 
излучения

Усиливающий ППД
О Н Pblciterdetektor mit innerer 

Vcrstarkung
F Amplifying semiconductor de- 

ector
F Detecteur semi conducteur a 

imphfication interne
18 Полупроводниковый детек 

тор ионизирующего излучения из 
особо чистого германия

ППД 0 4  г

19 Диффузионный полупровод­
никовый детектор ионизирующего 
излучения

Диффузионный ППД
D Halbleiterdetektor mit diffun- 

dieiter Sperrschicht
E Diffused junction semicondui 

tor detector
Г Detecteur semi conducteur a 

jonction diffusee
20 Дрейфовый полупроводнико­

вый детектор ионизирующего из­
лучения

Дреи ]ювый ППД

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, чувствительной областью 
которого является обедненный слой перехо­
да Шоттки

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, содержащий омические пе­
реходы, чувствительной областью которого 
является однородный по типу электропро­
водности полупроводниковый материал 

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, содержащий переход Шот-
] MI

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, в котором происходит раз­
множение зарядов, образованных ионизи­
рующей частицей в чувствительной области 
детектора

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, чувствительная область ко­
торого создается из особо чистого герма­
ния с концентрацией атомов электрически ак­
тивных примесей не более 3*1010 см 3 

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, структура которого созда­
ется в результате диффузии легирующих 
примесей в полупроводниковый материал

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, ч̂  вствительпая область 
которого создается в резу н>тате дрейфа 
ионов легирующей примеси в по п\ прово ;-
иикозын магериап
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Термин Определение

21 Диффузионно-дрейфовый по­
лупроводниковый детектор иони­
зирующего излучения

Диффузионно-дрейфовый
ППД
22 Радиационный полупроводни­

ковый детектор ионизирующего 
излучения

Радиационный ППД

23 Планарный полупроводнико­
вый детектор ионизирующего из­
лучения

Планарный ППД
24 Коаксиальный полупровод­

никовый детектор ионизирующего 
излучения

Коаксиальный ППД
25 Составной полупроводнико­

вый детектор ионизирующего из­
лучения

Составной ППД

26 Мозаичный полупроводнико­
вый детектор ионизирующего из­
лучения

Мозаичный ППД

27 Монолитный полупроводни­
ковый детектор ионизирующего из­
лучения

Монопитный ППД
28 Конверторный полупровод­

никовый детектор ионизирующего 
излучения

Конверторный ППД

П р и м е ч а н и е  Дрейфовый полупро­
водниковый детектор ионизирующего из­
лучения, в котором происходит дрейф 
ионов лития, называется литий-дрейфо- 
вым
Дрейфовый полупроводниковый детектор 

ионизирующего излучения, в полупроводни­
ковый материал которого легирующая при­
месь введена в резулы а ге диффузии

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, чувствительная область ко­
торого создается в резулы ате технологиче­
ской обработки полупроводникового мате­
риала ионизирующим излучением 

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, чувствительная область ко­
торого представляет собой слой, ограничен­
ный параллельными плоскостями 

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, чувствительная область 
которого расположена вокруг его централь­
ной оси

Полупроводниковый детек юр ионизирую­
щего излучения, в котором в единую кон­
струкцию объединены несколько полупро­
водниковых детекторов ионизирующего из­
лучения

Составной полупроводниковый детектор 
ионизирующего излучения, чувствительная 
область которого составлена из чувстви­
тельных областей отдельных полупровод­
никовых детекторов ионизирующего и з у ­
чения

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щего излучения, конструктивно технологиче­
ское исполнение которого обеспечивает от­
сутствие внутренних пустот 

Полупроводников ли детектор ионизиру­
ющего излучения, консгрз'ктивные элемен­
ты которого содержат вещества, преобра­
зующие первичное излучение гак, что ре­
гистрация этого излучения проводится с 
большей эффективностью

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

29 Чувствительная область по­
лупроводникового детектора иони­
зирующего излучения

Чувствительная область ППД

Часть объема полупроводникового детек­
тора ионизирующего излучения, в пределах 
которой взаимодействие ионизирующего из­
лучения с полупроводниковым материалом
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Термин Определение

D Empfindliches Volumen ernes 
Halbleiterdetektors

E. Sensitive volume of a semi­
conductor detector

F. Volume utile d’un detecteur 
semi-conducteur

30 Мертвый слой полупроводни­
кового детектора ионизирующего 
излучения

Мертвый слой ППД
D. Verarmungschicht in einem 

Halbleiterdetector
E Dead layer of a semi-conduc­

tor detector
F Zone morte d’un detecteur 

semi-conducteur
31. Входное окно полупроводни­

кового детектора непосредственно 
ионизирующего излучения

Входное окно ППД
D Fenster emer Halbleiterdetek-

приводит к возникновению сигналов на 
сигнальных выводах детектора.

П р и м е ч а н и е  Для конверторного 
полупроводникового детектора ионизиру­
ющего излучения данное определение от­
носится ко вторичному ионизирующему 
излучению
Часть полупроводникового детектора ио­

низирующего излучения, расположенная 
между наружной поверхностью и чувстви­
тельной областью детектора, в пределах 
которой взаимодействие ионизирующего из­
лучения с веществом не приводит к воз­
никновению сигналов на сигнальных выво­
дах детектора

Часть наружной поверхности полупро­
водникового детектора ионизирующего из­
лучения, через которую раитрируемое не­
посредственно ионизирующее излучение по­
падает в чувствительную область детектора

tors
Е Window of a semi-conductor

detector
F Tenotrc d’un detecteur semi- 

conducleur
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
21 Диапазон рабочих напряже­

ний полупроводникового детекто­
ра ионизирующего излучения

Диапазон рабочих напряже­
ний ППД

33 Максимально допустимое на­
пряжение полупроводникового де­
тектора ионизирующего излучения

Максимально допустимое на­
пряжение ППД

34. Оптимальное напряжение 
спектрометрического полупровод­
никового детектора ионизирующе­
го излучения

Оптимальное напряжение 
спектрометрического ППД 
35 Емкость полупроводникового 

детектора ионизирующего излуче­
ния

Емкость ППД

Диапазон электрических напряжений, 
приложенных к сигнальным выводам полу­
проводникового детектора иони шруюгцего 
излучения, в котором один или несколько 
параметров детектора находятся r задан­
ных пределах

Наибольшее значение электрического на­
пряжения, приложенного к сигнальным вы­
водам полупроводникового детекюра иони­
зирующего излучения, после воздействия 
которого еще не имеют места необратимые 
изменения параметров детектора

Электрическое напряжение, приложенное 
к выводам полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения, при котором дос­
тигается наименьшее значение энергетиче­
ского разрешения детектора

Электрическая емкость полупроводнико­
вого детектора ионизирующего излучения, 
измеренная между сигнальными выводами 
детектора
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Термин Определение

36. Темновой ток полупроводни­
кового детектора ионизирующего 
излучения

Темновой ток ППД 
D Dunkelstrom eines Halbleiter-

detekiors
E. Dark current of a semi-con­

ductor detector
F Courrant d’obscurite d’un de- 

tecteur semi-conducteur
37 Шум полупроводникового 

детектора ионизирующего излуче­
ния

Шум ППД

38 Энергетический эквивалент 
шума полупроводникового детек­
тора ионизирующего излучения

Энергетический эквивалент 
шума ППД
39. Средняя частота следования 

фоновых импульсов полупровод­
никового детектора ионизирующе­
го излучения

Средняя частота следования 
фоновых импульсов ППД

Электрический ток, протекающий через 
сигнальные выводы полупроводникового де­
тектора ионизирующего излучения при от­
сутствии падающего на детектор ионизиру­
ющего излучения и при отсутствии проник­
новения света в чувствительную область 
детектора

Среднее квадратическое значение флук­
туации электрического заряда, возникающе­
го на сигнальных выводах полупроводни­
кового детектора ионизирующего излучения 
при отсутствии падающего на детектор ио­
низирующего излучения и при отсутствии 
проникновения света в чувствительную об­
ласть детектора

Шум полупроводникового детектора иони­
зирующего излучения, выраженный в энер­
гетических единицах, то есть умноженный 
на 2 355 и деленный на коэффициент пре­
образования материала детектора

Усредненное во времени число импуль­
сов на сигнальных выводах полупроводни­
кового детектора ионизирующего излучения, 
имеющих амплитуду больше заданного зна­
чения и не связанных с регистрацией внеш­
них ионизирующих излучений

ОСНОВНЫЕ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДЕТЕКТОРА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

40 Чувствительное и, полупро­
водникового детектора ионизирую­
щего излучения

Чувствительность ППД
D. EmpfmdHchkeit eines Halblei- 

tei detekiors
E. Sensitivity of a semi-conduc­

tor detector
F Sensibilitte d’un detecteur 

serni-conducteur
4L Дискретная чувствительность 

полупроводникового детектора ио­
низирующего излучения

Дискретная чувствительность
ППД

Отношение иоменения информативного 
параметра выходного сигнала полупровод­
никового детектора ионизирующего излуче­
ния к изменению физической величины, ха­
рактеризующей источники или поле иони­
зирующего излучения при определенной 
ориентации детектора в это поле

Чувствительность полупроводникового 
детектора ионизирующего излучения, у ко­
торого информативным параметром выход­
ного сигнала является число импульсов, 
имеющих амплитуду больше определенного 
значения, а физической величиной, харак­
теризующей источники или поле ионизиру­
ющего излучения, является перенос частиц 
или экспозиционная доза фотонного излу­
чения за время набора указанных импуль­
сов
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Термин Определение

42 Аналоговая чувствительность 
полупроводникового детектора ио­
низирующего излучения

Аналоговая чувствительность
ппд

43 Чувствительность спектро­
метрического полупроводникового 
детектора ионизирующего излуче­
ния

Чувствительность спектро­
метрического ппд

44 Абсолютная эффективность 
спектрометрического полупровод­
никового детектора ионизирующе­
го излучения

Абсолютная эффективность
спектрометрического ППД
D Totalabsorptions-Nachwei- 

swahrscheinhchkeit
Е Totdl absorption detection ef- 

fiency
F Rendement d’absorption tota 

]e de detection
45 Энергетическое разрешение 

спектрометрического полупро­
водникового детектора ионизирую­
щего излучения на полувысоте 
распределения

ПШПВ ППД
D Halbwertbreite ernes Halblei-

Lcrclctektors
I Full width at half maximum 

(FWHM) of a semi-conductor de­
tector

F Largeur a mit-hauteur (LMH) 
d’un dctecteur semi-conducteur

46 Энергетическое разрешение 
спектрометрического полупровод­
никового детектора ионизирующе­
го излучения на одной десятой 
высоты распределения

ПШДВ п п д

Чувствительность полупроводниковою де­
тектора ионизирующего получения, у кото 
рого информативным параметром выходно­
го сигнала является электрический ток 
или заряд, а физическом величиной, харак­
теризующей источники или поле ионизирую­
щего излучения, является физическая ве­
личина, характеризующая плотность пото­
ка или перенос энергии

Чувствительность полупроводникового 
детектора, у которого информативным па­
раметром выходного сигнала является чис­
ло импульсов в пике полною поглощения, 
а физической величиной, характеризующей 
источники или поле ионизирующего излу­
чения, является перенос ионизирующих час­
тиц данной энергии за время набора ука­
занных импульсов

Отношение числа импульсов, возникаю- 
щих на сигнальных выводах полупроводни­
кового детектора ионизирующего излучения 
в пике полного поглощения, за вычетом 
фоновых импульсов, к количеству ионизи­
рующих частиц, испускаемых точечным ис­
точником, установленным на определенном 
расстоянии о г даектора, в угле 4я

Выраженная в энергетических единицах 
ширина распределения амплитуд им­
пульсов выходного сигнала полупровод 
никового детектора ионизирующего излуче­
ния, измеренная на полувысоте этого рас 
пределения, соответствующего полному по­
глощению регистрируемою моно энергети­
ческого излучения в чувствительной обп  
сти детектора

Выраженная в энергетических единицах 
ширина распределения амплитуд импульсов 
выходного сигнала полупроводникового де­
тектора ионизирующего излучения, измерен­
ная на одной десятой высоты этого распре 
деления, соответствующего полному погло 
щению регистрируемого моноэнергетическо- 
го излучения в чувствительной области де 
тектора
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Термин Определение

\7 Относительное энергетическое 
разрешение спектрометрического 
полупроводникового детектора ио 
визирующего излучения

Относительное энергетическое 
разрешение спсктрометричсско 
го ППД

48 Отношение пик-комптон 
спектрометрического полупровод 
никового детектора фотонного из 
лучения

Отношение пик комптон ППД

49 Временное разрешение полу­
проводникового детектора ионизи 
рующего излучения

Временное разрешение ППД

50 Время нарастания импульса 
наряда или напряжения выходно­
му сигнала полупроводникового де 
текгора ионизирующего излучения

Время нарастания импульса 
заряда или напряжения выход 
ного сигнала ППД 
D Anstiegzeit ernes Halbluter 

detektors
E Rise time of a semi conductor 

detector
Г Temps de montce d un de 

♦ecteur semi conducteur
51 Радиационная помехоустой­

чивость полупроводникового детек­
тора ионизирующего излучения

Радиационная помсхоустои 
чивоегь ППД
D Selektivitat етск ТIalblejtcг 

deiektoi s
b Selectivity of a semi conductor 

detector
Г Selectivite d un detecteur se 

mi conducteur
52 Энергетический эквивалент 

толщины мертвого слоя полупро 
водникового детектора ионизи 
рующего излучения

Энергетический эквивалент 
толщины мертвою слоя ППД

ОIношение энергетического разре гения 
спектрометрического по iy проводит лого 
детектора ионизирующею излучения i \ по 
лувысоге распределения к значению мер 
гии, соответствующсмх максимуму пик i 
распределения амп гит уд выходного сш ia и  
детектора, по которому опреде юно э о oj 
ношение

Отношение числа отсчетов в ч tki иму \ е 
пика потного noi ющения распределения 
амплитуд импульсов выходною сип га но 
лупроводникового детектора ионнзирмоще 
го излучения к усредненному числу гече 
тов, соответствующих плато компгоновско 
го распределения данной энергии

Ширина распределения интервалов чре 
меии от момента попадания ионизирующей 
частоты в чувствительную область полу 
проводникового детектора ионизирхюищго 
излучения до момента, когда а пишут* 
импульса выходного сигнала детектор i *ос 
тигает заданного значения, измеренн г я на 
полувысотс этого распределения

Интервал времени, в течение которого 
импульс заряда или напряжения выходного 
сигнала полупроводникового детектора ио 
низирующего излучения изменяется от 1С 
до 90% о г его максимального зна гения

О ношение эффективное in или чувсгви 
г с ты гости полупроводникового ТС гсктор 1 
при регистрации иони тирующего ть г̂  юния 
для опреюления характеристик которого 
он предназначен, к эффективности ши чув 
ствителыюсти теток орт при per к гр т ии 
сопутствующего и тучення

Потери эн ерши ионизирующего ют те 
иия определенного шла и лтергин в черт 
вом слое полупроводниковою детектора при 
нормальном падении ионизирующего налу 
чения на входное окно детектора
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Термин Определение

53 Эффективность собирания за­
ряда полупроводникового детекто­
ра ионизирующего излучения

Эффективность собирания за­
ряда ППД

Отношение заряда, возникающего на сиг­
нальных выводах полупроводникового де­
тек юра к заряду, создаваемому ионизирую­
щей частицей в чувствительной области де­
тектора

П р и м е ч а н и е .  Термин не распрост­
раняется на усиливающие полупроводни­
ковые детекторы ионизирующего излуче­
ния

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ

Время нарастания импульса заряда или напряжения выходного сиг­
нала полупроводникового детектора ионизирующего излучения 50

Время нарастания импульса заряда или напряжения выходного сиг­
наля ППД * 50

Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый 1
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый аналоговый 5
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый временной 9
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый диффузионный 19
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый дрейфовый 20
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый диффузионно-

дрейфовый 21
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый из особо чис­

тою терминия 18
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый импульсный 2
Деюктор ионизирующего излучения полупроводниковый импульсный

непропорциональный 4
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый импульсный

пропорциональный 3
Дсюктор ионизирующею излучения полупроводниковый ко ксиальный 24
Детектор ионизирующего излучении полупроводниковый конверторный 28
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый мозаичный 2G
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый монолитный 27
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый однородный 15
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый планарный 23
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый поверхнос г-

но-барьерный 14
Детектор ионизирующею излучения полупроводниковый позиционный 11
Детектор ионизирующею излучения полупроводниковый пролетный 10
Детектор ионизирующею излучения полупроводниковый радиационный 22
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый составной 25
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый с р—п струк­

турой 12
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый с p—i—п

структурой 13
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый спектрометри­

ческий 7
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый с поверхно­

стным барьером 16
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый счетный 8
Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый токовый 6
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Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый усиливающий 17 
Диапазон рабочих напряжений полупроводникового детектора иони­

зирующего излучения 32
Диапазон рабочих напряжений ПГ1Д 32
Емкость полупроводникового детектора ионизирующего излучен ns? 35
Емкость ППД 35
Напряжение полупроводникового детектора ионизирующего излуче­

ния максимально допустимое 33
Напряжение ППД максимально допустимое 33
Напряжение спектрометрического полупроводникового детектора ио­

низирующего излучения оптимальное 34
Напряжение спектрометрического ППД ошималыюе 34
Область полупроводникового детектора ионизирующего излучения чув­

ствительная 29
Область ППД чувствительная 29
Окно полупроводникового детектора непосредственно ионизирующего 

излучения входное 3 i
Окно ППД входное 31
Отношение пик-комптон спектрометрического полупроводникового де­

тектора ионизирующего излучения 48
Отношение пик-комптон ППД 48
Помехоустойчивость полупроводниковою детектора ионизирующего 

излучения радиационная 51
Помехоустойчивость ППД радии спои па я 51
ППД
ППД аналоговый о
ППД временной 9
ППД диффузионный 19
ППД диффузионно-дрейфов ын 21
ППД дрейфовый 20
ППД ОЧГ 18
ППД импульсный 2
ППД импульсный непропорциональный 4
ППД импульсный пропорцпонгь.ьпын 3
ППД коаксиальный 24
ППД конверторный 28
ППД мозаичный 26
ППД монолитный 27
ГШД одI [ородный 15
ППД ОЧГ 18
ППД планарный 23
ППД поверхностно-барьсрньгй 14
ППД позиционный И
ППД пролетный 10
ППД радиационный 22
ППД составной 25
ППД с р—п структурой 12
ППД с р—i—n структурой 13
ППД спектрометрический 7
ППД с поверхностным барьером 16
ППД счетный Ь
ППД токовый 6
ППД усиливающий 17
ПШДВ ППД 46
ПШГ1В ППД 45
Разрешение полупроводникового детектора ионизирующего излучения 

временное 49
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Разрешение ППД временное 49
Разрешение спектрометрического полупроводникового детектора иони­

зирующего излучения энергетическое на одной десятой высоты распре­
деления 46

Разрешение спектрометрического полупроводникового детектора иони­
зирующего излучения энергетическое на полувысоте распределения 45

Разрешение спектрометрического полупроводникового детектора иони­
зирующего излучения энергетическое относительное 47

Разрешение спсторометричсского ППД энергетическое относительное 47
Слой полупроводникового детектора ионизирующего излучения мерт­

вый 30
Слой ППД мертвый 30
Ток полупроводникового детектора ионизирующего излучения темновой 36
Ток ППД темновой 36
Частота следования фоновых импульсов полупроводникового детектора 

ионизирующего излучения средняя 39
Частота следования фоновых импульсов ППД средняя 39
Чувствительность полупроводникового детектора ионизирующего из­

лучения 40
Чувствительность ППД 40
Чувствительность полупроводникового детектора ионизирующего из­

лучения аналоговая 42
Чувствительность ППД аналоговая 42
Чувствительность полупроводникового детектора ионизирующего из­

лучения дискретная 41
Чувствительность ППД дискретная 41
Чувствительность спектрометрического полупроводникового детектора 

ионизирующего излучения 43
Чувствительность cfcki рометрического ППД 43
Шум полупроводникового детектора ионизирующего излучения 37
Шум ППД 37
Эквивалент толщины мертвого слоя полупроводникового детектора

ионизирующего излучения энергетический 52
Эквивалент толщины мертвого слоя ППД энергетический 52
Эквивалент шума полупроводникового детектора ионизирующего из­

лучения эпер! етический 38
Эквивалент шума ППД энергетический 38
Эффективность собирания заряда полупроводникового детектора иони­

зирующего излучения 53
Эффективность собирания заряда ППД 53
Эффективность спектрометрического полупроводникового детектора 

ионизирующего излучения абсолютная 44
Эффективность спекipoMC'iричсского ППД абсолютная 4л

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМ ЕЦКОМ  ЯЗЫКЕ

Analogcr IInlbleiterdetektor 5
Anstieg/eit cilies Ilalbleiterdeteklors 50
Dnnkelslrom eincs Halbleiterdetcklor^ 36
Durchscliuss-I lalblcitcrdetekior 10
Fmpfindlichkeit eincs Halblcilerdetektors 40
limp f in cl liches Volumen eincs 11 a Ibleitcr detekto rs 29
Fenster ciner Halblcitcrdetektors 31
Ilalbleiterdetektor 1
Halbleiterdetektor mit diffundicrlcr Sperrschichi 19
Ilalblcitcrdelector mil innerer Versiarkung 17
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Halbwertbreite eines Halbleiterdetektors 45
Impulshalbleiterdetektor 2
Linearer Impulshalbleiterdetektor 3
Nichtlinearer Impulshalbleiterdetektor 4
Oberflachensperrschichtdetektor 14
Selektivitat eines Halbleiterdetektors 51
Strom-Halbleiterdetektor 6
Totalabsorptions-Nachweiswahrscheinlichkeit 44
Verarmungschicht in eines Halbleiterdetektor 30

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Amplifying semiconductor detector 17
Analougue semiconductor detector 5
Current semiconductor detector 6
Dark current of a semiconductor detector 36
Dead layer of a semiconductor detector 30
Diffused junction semiconductor detector 19
Full width at half maximum (FWHM) of a semiconductor detector 45
Linear pulse semiconductor detector 3
Non-linear pulse semiconductor detector I
Pulse semiconductor detector 2
Rise time of a semiconductor detector 50
Selectivity of a semiconductor detector 51
Semiconductor detector 1
Sensitive volume of a semiconductor detector 29
Sensitivity of a semiconductor detector 40
Surface-barrier semiconductor detector 14
Transmission semiconductor detector 10
Total absorption detection effiency 44
Window of a semiconductor detector 31

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Courrant d’ebscurite d’un detecteur semi-sou ducteur 36
Detecteur semi-conducteur 1
Detecteur semi-conducteur a amplification interne 17
Detecteur semixonducteur a barriere de surface 14
Detecteur semi-conducteur a courant 6
Detecteur semi-conducteur a impulsions 2
Detecteur semi-conducteur a impulsions, lineaire 3
Detecteur semi-conducteur a impulsions, non lineaire 4
Detecteur semi-conducteur a jonction diffusee 19
Detecteur semi-conducteur analogique 5
Detecteur semi-conducteur a transmission 10
Fenetre d’un detecteur semi-conducteur 31
Largeur a mit-hauteur (LMN) d’un detecteur semi-conducteur 45
Rendement d’absorption totale de detection 44
Selectivite d’un detecteur semi-conducteur 51
Sensibilitte d’un detecteur semi-conducteur 40
Temps de montee d’un detecteur semi-conducteur 50
Volume utile d’un detecteur semi-conducteur 29
Zone morte d’un detecteur semi-conducteur 30
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБЛАСТИ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИИ

Термин Определение

1 Контрольный параметр полу­
проводникового детектора ионизи­
рующего излучения

Контрольный параметр ППД
2 Справочный параметр полу­

проводникового детектора ио­
низирующего излучения

Справочный параметр ППД

3 Радиометрический параметр 
полупроводникового детектора ио­
низирующего излучения

Радиометрический параметр 
ППД
4 Электрический параметр полу­

проводникового детектора иони­
зирующего излучения

Электрический параметр 
ППД
5 Номинальная характеристика 

преобразования полупроводниково­
го детектора ионизирующего из­
лучения

Номинальная характеристика 
преобразования ППД

6 Спектральная характеристика 
полупроводникового детектора ио­
низирующего излучения

Спектральная характеристика 
ППД
7 Радиационная стойкость по­

лупроводникового детектора иони­
зирующего излучения

Радиационная стойкость 
ППД

Параметр полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения, необходимый и 
достаточный для достоверного контроля 
качества изготовления детектора

Параметр полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения, необходимый 
потребителю для расчетов электронной ре- 
1истрирующей аппаратуры, который приво­
дится в технических условиях, обеспечи­
вается конструкцией и технологией из­
готовления детектора и гарантируется изго­
товителем на основании измерений или рас­
четов

Параметр полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения, прямое измере­
ние которого производится в поле ионизи­
рующего излучения

Параметр полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения, прямое измере­
ние которого производится в отсутствии 
поля ионизирующего излучения

Номинально приписываемая полупровод­
никовому детектору ионизирующего излу­
чения зависимость информативного пара­
метра его выходного сигнала от значения 
физической величины, характеризующей ис­
точники или поле ионизирующих излуче­
ний, в котором находится детектор

Зависимость чувствительности полупро­
водникового детектора ионизирующего из­
лучения от энергии ионизирующих частиц 
падающего на детектор моноэнергетическо- 
го излучения

Свойство полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения сохранять свои 
параметры в пределах установленных норм 
после воздействия ионизирующего излуче­
ния, для регистрации которого детектор не 
предназначен
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Термин Определение

8. Предельно допустимое облу­
чение полупроводникового детекто­
ра ионизирующего излучения

Предельно допустимое облу­
чение ППД

9 Сигнальный вывод полупро­
водникового детектора ионизирую­
щего излучения

Сигнальный вывод ППД
10 Коэффициент преобразова­

ния материала полупроводниково­
го детектора ионизирующего из­
лучения

Коэффициент преобразования 
материала ППД

Максимальная плотность потока ионизи­
рующих частиц или мощность экспозицион­
ной дозы фотонного излучения, при кото­
рых параметры полупроводникового детек­
тора ионизирующего излучения сохраняют­
ся в пределах, установленных в технической 
документации на конкретный тип детектора

Вывод полупроводникового дебитора ио­
низирующего излучения, электрически свя­
занный с его чувствительной областью

Физическая постоянная, численно равная 
отношению заряда, создаваемого в опре­
деленном объеме полупроводникового ма­
териала полупроводнико; ого детектора ио­
низирующего излучения ионизирующей час­
тицей, к энергии, теряемой частицей в этом 
объеме

П р и м е ч а н и е  Для германия коэф­
фициент преобразования принят равным 
0,37 Кл/Дж (59 аКл/кэВ), для крем­
ния — 0,22 Кл/Дж (45 еКл/кэВ)



Ф. АТОМНАЯ ТЕХНИКА  

Группа ФОО

Изменение № 1 ГОСТ 18177—81 Детекторы ионизирующих излучений полупро­
водниковые. Термины и определения
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
ГГСР по стандартам от 06.07.87 № 3036

Дата введения 01.01.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 4364.
Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанав- 

лиьает термины и определения понятий в области полупроводниковых детекто­
ре* ионизирующих излучений.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для примене­
ния во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия сган- 

дагтизации или использующих результаты этой деятельности.
1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.
2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допуска-

{ Г  Ч f  * п

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. I приведены в ка­
мсе; не справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, 
исключающих возможность их различного толкования.

2 2. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в 
ль производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, 
указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не долж­
ны щрушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2 3. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для 
стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и француз- 

сю м (F) языках.
3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском 

я > *е и их иноязычных эквивалентов приведены в табл. 2—5.
4. Термины и определения общих понятий, используемых в области полупро- 

Ь‘ ^пиковых детекторов ионизирующих излучений приведены в справочном при­
ев опии.

5. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая 
4и т ма — светлым, а недопустимые синонимы курсивом.

Таблицу дополнить номером — I
(Продолжение см. с. 410)

409



(Продолжение изменения к ГОСТ 18177—81)
Таблица 1 Иноязычные эквиваленты для пи. 30, 36, 45 и 50 изложить в по­

вой редакции
«30. D Unempfindliche Schicht eines Halbleiterdetektors

E Total detector dead layer of a semiconductor detector 
F Zone morte totale d’un detecteur semi-conducteur 

36 E Leakage current of a semiconductor detector 
F Courant de fuite d un detecteur semi conductcur 

45 E Energy resolution (FWHM) of a semiconductor detector 
F Resolution cn energie (LMH) d’un detecteur semi conductcur 

50 E Semiconductor detector electrical use time
F Tempo de montce electrique d’un detecteur semi conducteur»

Графа «Определение» Дтя термина 44 заменить слово «количеству» на 
«числу»,

дополнить терминами — 28я, 54

Iермин Опреде кние

28а Запоминающий полупровод­
никовый детектор ионизиру­
ющего излучения
Запоминающий ППд

54 Дискретная эффективность 
полупроводникового детек­

тора ионизирующего из­
лучения
Дискретная эффективность 

ППд

Полупроводниковый детектор ионизирую­
щею излучения, информационным парамет­
ром которого является долговременное из* 
менение одной из характеристик, возникаю­
щее вследствие взаимодействия ионизирх* 
ющего излучения с полупроводниковым 
материалом детектора 

Выраженное в процентах отношение чис­
ла импульсов, возникающих на сигначыгых 
выводах полупроводникового детектора 
ионизирующего излучения, к числу ионизи­
рующих частиц, упавших на определенную 
поверхность внешнего контура детектора

Алфавитный указатеть терминов па риском языке оформить тзбпицей 2 и 
дополнить терминами в алфавитном порядке

(Продолжение с ч с 411)

410



(Продолжение изменения к ГОСТ 18177—81)

Термин
Номер

термина

Детектор ионизирующего излучения полупроводниковый запо­
минающий

Г1П т запоминающий
Эффективность полупроводникового детектора ионизирующего

28а
28а

«излучения дискретная
Эффективность ППд дискретная

54
54

Алфавитный указатель терминов на немецком языке оформить таблицей 3, 
термин 30 изложить в новой редакции

Термин
Номер

термина

Ununpfindliche Schicht eines Halblutcrdclcktors 30

Алфавитный указатель терминов на английском языке оформить таблицей 4, 
термины 30, 36, 45, 50 изложить в новой редакции

Т ерчнн
Номер

термина

Energy resolution (FWHM) of a semiconductor detector 
Leakage current of a semiconductor detector 
Semiconductor detector electrical rise time 
Total detector dead layer of a semiconductor dettclor

45
36
50
30

(Продолжение см. с. 412)



(Продолжение изменения к ГОСТ 18177—81}
Алфавитный указатель терминов на французском языке оформить табли  ̂

цей 5,
термины 30, 36, 45, 50 изложить в повой редакции

) ермип
Н омер 

термина

Courant de fultc d’un detectcur semi (.ondue^eur 
Resolution en energie (LMH) d’un dctcctcur semi conductcur 
Tempo de montce electriquc d’un detectcur semi conducteur 
Zone morte totale d’un detectcur semi conducteur

Справочное приложение Графа «Определение» Термин 10 Пр 
менить единицу еКл/кэВ на аКл/кэВ, 

дополнить терминами — И, 12.

36
45
50
30

>имечание За-

Термин Определение

11 Длительность фронта нарас­
тания сигнала детектора

12 Радиационный ресурс

Интервал времени, в течение которого 
импульс заряда (напряжения) на выходных 
электродах полупроводникового детекто- 
ра ионизирующего излучения нарастает от 
нуля до половины своего максимальное 
значения

Максимальная доза основного ионизиру­
ющего излучения, на регистрацию которо­
го рассчитан детектор, после воздействия 
которого у гамма-процентной доли совокуп­
ности детекторов данного типа электричес­
кие и радиометрические параметры сохра­
няются в пределах норм, установленных для 
минимальной наработки

(ИУС № И 1987 г)
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